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Обзор и анализ алгоритмов обучения нейроморфных систем на базе мемристров 

 

В настоящее время актуальным научным направлением в области создания нйроморфных 

систем является разработка их компонентов на базе новых электронных элементов — 

мемристоров [1]. Данные электронные элементы производятся как в России, так и зарубежом 

из органических [2] и из неорганических [3] материалов. Преимущество мемристоров для 

применения в нейроморфных системах состоит в том, что их можно использовать как синапс 

для разных типов искусственных нейронных сетей (ИНС) [4]. 

Одной из важнейших задач при создании нейроморфных систем на базе мемристоров 

(НСМ) является разработка алгоритмов их настройки и обучения. В процессе обучения НСМ 

изменяются значения весовых коэффициентов синапсов нейронов и (или) пороговые смещения 

в соответствии с заданным алгоритмом до достижения заданной точности функционирования 

по одному из критериев. 

Существующие алгоритмы отличаются друг от друга в зависимости от модели ИНС, а 

также в зависимости от способа реализации обучения – внешнее и внутреннее, программное [5] 

и аппаратное [6]. В данном докладе приведен обзор и анализ существующих алгоритмов 

обучения НСМ, приведены их преимущества и недостатки с точки зрения обеспечения 

требуемых значений показателей качества функционирования [7]. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-3927.2019.9. 
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